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Corrigé de I’examen

Solution de I'exercice 1 : (7 points)

Les trous 4

>
A

(0.5)
1) La vitesse v, lorsqu'on applique une différence de potentiel de 50V.
- On sait que le champ électrique a pour expression :

U
E=— €)) (0.25)
- La vitesse des électrons a pour expression :
Up = UnkE (2) (0.25)
(1) dans (2) :
U
Un = Un A (0.25)

Application numérique

50  6.102 600

v, = 0.12 t{0Z- 5 — &5 - 120 m/s
v, =120m/s (0.75)
2) La résistivité du silicium, sachant que | = 45pA
U
U=RI=R= - (3) (0.5)
S

p=R7 - (4) (0.5)
(3) dans (4):

_Us 0.5
P=T1 (0.5)

Application numérique

50 107* 10 10~*.108 = 0.2222.10* = 22220
P=451065102 a5 T o T .

p = 2220Q.m (0.5)

3) On calcule la mobilité des trous a T = 300K, sachant que la concentration des électrons
n=1510"%¢/m°



1
,D = -
(niy + puy)e
Dans le cas d'un semi-conducteur pur (intrinséque), on a:

(4) Expression d'un semi — conducteur (0.75)

n=p=mn (5) (0.5)
On remplace (5) dans (4) :
1
p Expression d'un semi — conducteur pur

il + e
o (py + pp)e = 1
pnipne + pnijuye =1
pnipye =1 —pnuye

1—pnpne
=_ -t 1.25
Ky e ( )

Application numérique

_ 1-2220x1.5. 10'x 0.12x1.6.1071° _1-639.36. 1073 _ 0.36. 10 360

Hp = 2220x1.5.1016x1.6. 10-19 =7 5328.103 5328 5328
1, = 0.067 ~ 0.07m?/V.s
py =~ 0.07m?/V.s (0.5)

Solution de I'exercice 2 : (6 points)

E =15V, R; =100Q, R, =50Q, R3 = 15092, Vp = 0.4V
¢ On Calcule le courant a travers la diode dans les cas :
a) Diode passante :

R4 Io Ra
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> 23

(0.25)
Maille 1:XV, =0
+E — R, —R,1, =0
E =R, + R,1,
15 = 1001, + 501,
3 =201, + 101, > (1) (0.5)
Maille2:>V, =0
—R,I, + Ryl + Vp,
Vy = R,I, — R3l,
0.4 = 501, — 1501, — (2) (0.75)
L=I5L+1I,-(3) (0.5)
(3) dans (1):



3 = 20(I, + 1) + 101,
3 =301, + 201, — (4) (0.75)
3=30L,+20l, - (4)X5

{1.2 = 1501, — 450, — (5)
15 = 1501, + 1001, — (6)

(6) — (5) = 13.8 = 5501, (0.5)
13.8

ID = ﬁ = 002514

I, = 25mA (0.75)

b) Diode bloquée :

I, 4
+
E ——

(0.5)

e Dans ce cas, la diode joue le réle d’un interrupteur ouvert, d’ot on a :

I, =0 (1.25)

Solution de I'exercice 3 : (7 points)

* On détermine : Vr1, Vro, I, Ic et Ve
I =al(a=1)

Igp=I; etlzg =0

IL=Ig+1, (Izg=0)

D'oU,ona:

I; = I, et R, en série avec R,

Yo

Maille 1: >V, =0

+VCC - Rlll - Rz[z =0

B ()

Ve'Tg. Ve

@ )]
M

(0.5)



VCC = R111 + Rz]z

I, =I,,doncona:

Vee = (R1+ Ry
Vee

I = RtR, (0.75)

Application numérique

I = 15 = 15 =10"34=1mA
(10+5)x10% 15x 103

I, = 1mA (0.25)

VR1 = Rlll = 10. 103. 10_3 = 1OV
Vg, = 10V (0.5)

Application numérique

Ve, = R21; = 5% 103x 1073 =5V
Vg, =5V (1 po)
Maille2: >V, =0

_VRZ + VBE + REIE =0

Rply = VR2 — Vg

VRZ — Vge
I = T (0.5)
Application numérique
- 5-0.7 0.5
E72x103 (0-5)
43 %1073
Iy = — =4.15x 10734 =2.15mA
Iy =2.15mA (0.5)

I =1,=215mA (0.5)

Maille 3: >V, =0

+Vee — Rele — Ve — Relg

Vee = Vee —Rele — Reglg - (0.5)

Application numérique

Vep =15 —103 X 2.15x 1073 — 2 x 103 x 2.15 x 103
Vep = 15—2.15—-4.3

Vep = 15 — 6.45 = 8.55V

Vg = 8.55V (0.5)
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